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Среди твердотельных устройств управления СВЧ сигналами особое место занимают 
самоуправляемые устройства. Коэффициент передачи таких устройств зависит не только от 
амплитуды внешнего воздействия, но и от величины мощности поступающего на вход СВЧ 
сигнала [1,2]. Особый интерес представляет пассивные устройства, выполненные в виде од­
ной «квазитиристорной» структуры pn-n-p-n+ типа [3] на основе двух взаимодействующих p-n 
переходов с чередованием типа проводимости; внутренняя часть структуры n-p играет роль 
«антизапорной» области.
Переключение в проводящее состояние происходит в результате дрейфа инжектро- 
водных неравновесных носителей заряда, когда их полуволна достигает внутреннего анизо­
тропного слоя. Зависимости выпрямленного тока и мощности на выходе показаны на рисун­
ках в работах [3,5,6]. Там же приведен расчет импеданса тонкой p+-n-p-n+ структуры в дрей­
фовом приближении.
Наведенные ток в структуре:
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области, Lw -  дрейфовая длина на частоте ю=2лТ, P -  мощность СВЧ сигнала, Z0 -  волновое 
сопротивление линии.
При малых уровнях мощности СВЧ проводимость практически равна нулю. Далее 
импеданс структуры уменьшается скачкообразно при увеличении концентрации неравновес­
ных носителей под действием поля СВЧ; при достижении носителями внутреннего «заперто­
го» перехода ( W  =  L w /2 ) ,  т.е. имеет место резкий скачок проводимости. Электрофизические
параметры такой квазитиристорной структуры приведены в публикации [6]. Динамические 
характеристики устройства у-миллиметрового диапазона показаны на рисунке в [4,5].
Таким образом, предложенные структуры и устройства на их основе весьма перспек­
тивны для волновых процессов в приемной СВЧ РЭА широкого функционального назначе­
ния, в различных диапазонах частот.
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